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The effective distance picture introduced by us, in which usual ionicity 
and covalency are not taken into account, is tested to characterize the 
variation of some physical quantities with host crystals in II -VI semicon-
ductors. 
Bisher sind die verschiedene Skalen zu charakterisieren die Grade von chemischen 
Bindung oder Ionizitat und Kovalenz in Festkorper vorgeschlagen worden. Unter 
anderem sind am besten bekanntlich die thermochemische Skala (Pauling) und die 
dielektrische Skala (Phillips). Die Details von diesen zweien Skalen werden nach 
Phillips angegebenY Es ist nicht immer nur wichtig irgendeinen Kristall in die 
Ionisch od. Kovalenz einzuteilen, sondern auch ist es nutzlich zu studieren wie 
die beide Skalen in Beziehung mit sei nen physikalischen Eigenschaften stehen. Zum 
Beispiel, die EPR-parameter (g-Faktors, Hyperfeinstrukturkonstanten A, Kristallini-
schfeldkonstanten a, E, D. usw.) in verschiedenen Kristallen werden nach Ionizitat-
und Kovalenz-parameter diskutiert. 
Kurzlich andere Standpunkte sind uber die Veranderung von physikalischen 
Quantitaten mit Wirtskristallen angegeben, in welchen Ionizitat od. Kovalenz ist nicht 
in Betracht gezogen : (D Suffczynski et at. 2.:n haben bemerkt, dass die beobachtete 
Auswechselungsaufspaltung L1 in Excitons in einigen Halbleitern sich exponentiall 
mit dem Zwischenabstand d(A - B) von Kation und Anion des Kristalls andert ; 
.d = Xexp (- Zd(A - B)) mit einer Konstante Z= 4 -- 7 (a.u.)-I fUr II -VI Halbleitern. (ii) 
Wir haben gezeigt. 4) dass die EPR-parameter von Mn2+ in diesen Kristallen hangen 
ahnlich vom effektivem Abstand ab, definiert nach deff = d(A - B) + RMn - Re. wobei RMn 
und Re sind beziehungsweise zweiwertige Ionsradien von Mn und Kation in welcher 
Lage das Mn Atom tritt substitutionall ein. In dieser Arbeit wird ein ferner Versuch 
tiber das d eff Modell im folgenden gemacht. 
(1) Gemass dem Modelle die Kristallinischfeldkonstante a vernunftigerweise pa-
ssen zu einem Ausdrucke von aoc llexp(deff 1/31) + 12exp(deffl /32) kann, wo li und /3i 
einige Konstanten Ci = 1 fur Wurtzit und 2 fur Zinkblende Struktur) sind ; aus der 
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Schrage von der a-deff Kurve .81=0.06A und .82=0.64 A. Weiterhin faUt auf, dass 
die abgeschatzte Werte von .81 und /32 den Ausdruck entsprechen ; 21=8.8 und Z2=0.8 
(a.u.)-I. Die Differenz in der Werte Z zwischen den unseren und den ihren kbnnte 
auf der Differenz von physikalischen Quantitaten L1 und a beruhen. und zwar 
dieselbe zu vergleichen mit der Werte von Slatersche Exponenten in der 4s-Funktion 
von atomischem Zink aus Rticksicht auf die Radialwellenfunktion am geeignetem 
Abstand sind. wie schon berichtet.2·") 
( 2) Die Hyperfeinstrukturkonstanten A von Mn2+ in II -VI Halbleiter sind abh1:ingig 
von deff nicht exponentiall sondern Ii ne-
arweise gezeigt. 5) Die HFS-Konstant A 
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Abb.l. Die Kern-polarisation parameter xl) 
von Mn2+ us deff in II -VI Halblei ter. 
(1 a.u.=4.21 x 10 4 Gauss). 
von llbergangsionen wird als die Ke rn-
polarisation durch magnetische Koppe l-
ung von innerer s-Elektronen mit unge-
paarter d-Elektronen verstanden.6) wobei 
ein Parameter X zweckdienlich benutzt ist. 
urn die Dichtsdifferenz von s-Elekt r 0 n-
en zwischen Spin auf und unten darzu-
stellen; x=( 4;rIS) x ~{pct) - p(D}. McgGa-
rvey abschatzt X aus der Molekularbahn-
Annaherung fUr verschiedenen Ionen in 
mehreren Kristallen und stellt X gegen 
die Elektronegativitats-differenz XA - Xc 
zwischen Kation und Anion dar.]) Insofern 
X od. A von Mn2+ in II -VI Halbleitern 
betriff. die Verwendung von d eff vernunf-
tiger als die von IonizWit od. Koval en z-
parameter (thermochemische od. dielektri-
sche Skala) ist. Abbildung 1 zei gt die 
Werte von X gegen d eff ; etwa eine lineare Abhangigkeit. Die Werte X fUr CdTe und 
ZnTe scheinen ein wenig kleiner als die extrapolierte Werte. welche mogen unter-
ab ge schatzt worden sein. 
Ferner wollen wir noch hinweisen auf. dass in der Untersuchung tiber einen 
durch Legierung aus zweien konstituierenden Halbleitern hergestellten Mischkristall 
ist es schwierig die Anderung von IonizWH od. Kovalenz in der Wirtskristallen 
vorauszusagen. wahrend das deff Modell vorhersehen die Veranderung von physika-
lischen Quantitaten mit dem Bestandteil kann. wie in einigen II -VI Mischhalbleitern 
gezeigt wurde. 4•5) 
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